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【はじめに】パワー半導体として注目されている β-Ga2O3に関して，β-(AlxGa1-x)2O3とのヘテロ接

合のデバイス応用が盛んに検討されている．β-(AlxGa1-x)2O3 のバンドギャップ (Eg) の組成依存性

についてはすでに報告例があるが[1,2]，高 Al 組成における結晶性が乏しいといった課題がある．

今回 β-Ga2O3 (100) 基板上に成長した高結晶性薄膜の Eg (x) について評価したので報告する． 

【実験】パルスレーザ堆積法により，β-Ga2O3 (100) 基板上に β-(AlxGa1-x)2O3薄膜 (x = 0.19–0.39)

を，単結晶の β-Ga2O3と-Al2O3ターゲットの打ち分けにより作製した．Al組成はパルス数により

制御し，オージェ電子分光法により評価した．薄膜の結晶構造は X 線回折 (XRD) により評価し

た．また，Eg (x) は反射型電子エネルギー損失分光 (REELS) を用いて測定した． 

【結果】対称反射の XRD パターンから (Fig. 1)，β-(AlxGa1-x)2O3 薄膜は β-Ga2O3 (100) 基板上に

β-gallia構造を維持して成長したことが分かった．600 回折の ωスキャンの半値幅はいずれも 0.2°

程度と高結晶性であることを確認した．Fig. 2 に REELS によって決定した β-(AlxGa1-x)2O3薄膜の

Egの Al組成依存性を示す．Al組成が増加するにつれて Egが増大することが明らかになった．講

演では X 線光電子分光法による β-(AlxGa1-x)2O3 / β-Ga2O3 (100)ヘテロ界面のバンドアライメント評

価についても発表する予定である． 

[1] Z. Fabi et al., Appl. Phys. Lett. 105, 162107 (2014).  

[2] R. Schmidt-Grund et al., J. Appl. Phys. 117, 165307 (2015). 
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Fig. 1. Out-of-plane XRD patterns of the 

β-(AlxGa1-x)2O3 films grown on -Ga2O3 

(100) substrates. 

Fig. 2. Al content (x) dependence of 

band gap of β-(AlxGa1-x)2O3 films.  
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